Tabela 52 RESUMO DAS RELACOES CORRENTE-TENSAO
PARA O TBJ NO MODO ATIVO
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Nota: Nas exp. acima, para o transistor pnp, substitua vz por vz € inverta
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V= tensdo térmica = k7/g = 25 mV a temperatura ambiente

Possiveis modelos simplificados para o TBJ npn no corte e na saturacao (e para o pnp?):

Posso assumir ()

Corte Rev. Pol. (VBE<O) Rev. Pol. (VCB>0) IE:IB=IC=0
(na pratica) (VB = 0’ SV)
Satura(}éo Dir. Pol. (VBE>O) Dir. Pol. (VCB<O) VBEz0,7V, VCBzO,SV,

(na pratica) (VBE > 0, SV) (na pritica) (VCB <0, SV) VCEzO,2V

obs: para o TR saturado, a literatura utiliza Vce = Vcgsae = 0,2V ou 0,3V, na pratica tanto faz.
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